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Entwicklungen und Prognosen Halbleitermarkt

B Prognosen* 2005 2006

IC Insights -2% +8% [Mrd. USD]
WSTS** +0% +3%
Future Horizons +15% +6 %
Gartner DQ +3% +2%
ISuppli +6% +2%
VLSI Research +9 % -9 % 245 265

=Bl
132 137 106

209
144 139 141
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77
42%| - 4% W -8% [ 19% §37% 32% 1% Q18% j§28%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Infineon B Quelle: WSTS fir historische Daten

pesonal % Stand: 20. April 2005
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Infineon

e Weltweites Ranking Halbleiterunternehmen

2004 und 2003
Rang Rang
2004 2003 O 4 8 12 16 20 24 28 32
1. Intel (1) +16 %
2. Samsung (2)
3. Tl 4)
4. Infineon (7)
5. Renesas* (3)
6. STM (6)
7. Toshiba (5)
8. NEC (8)
9. Philips (10)

10. Freescale**

Il 2004
Infineon [ 2003

Prasentation
Mai 2005
Seite 5 Quelle: iSuppli, Marz 2005

9)

* Fusion von Mitsubishi und Hitachi
** Ex-Motorola Halbleiter

Umsatz [Mrd. USD]

Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.
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Ranking Amerika*

Rang Rang
2004 2003 O 2 4 6 8
1. Intel (1)
2. Samsung (2)
3. Micron 4)
4. Infineon (7)
5. Broadcom (9)
6. IBM (3)
7.STM (8)
8. Freescale**  (6)
9. Tl (5)
10. AMD (10)
. — 20 * Nord-, Sud-, Zentral-Amerika und Karibik
orienttion EN 2003 ** Ex-Motorola Halbleiter Umsatz [Mrd. USD]
Mai 2005

Seite 6 Que”e: |Suppl|, Marz 2005 Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.
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Ranking Europa

Rang Rang
2004 2003 0 2 4 6 8
1. Intel (1)
2. Infineon (2)
3. Samsung 4)
4. STM (3)
5. Tl (5)
6. Philips (6)
7. Freescale* (7)
8. AMD (8)
9. Renesas** (9)
10. Micron (11)
. 2004 * Ex-Motorola Halbleiter
Prg‘sﬁe”n‘iggon Hl 2003 ** Fysion von Mitsubishi und Hitachi Umsatz [Mrd. USD]
Mai 2005

Seite 7 Que”e: |Suppl|, Marz 2005 Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.
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Ranking Asien

Rang Rang
2004 2003 O 2 4 6 8 10 12 14 16
1. Intel (1) + 24 %
2. Samsung (2)
3. Tl (4)
4. STM (3)
5. Philips (6)
6. Infineon (5)
7. Hynix 9)
8. Freescale** (10)
9. Toshiba (7)
10. Renesas* (8)
_ . 2004 * Fusion von Mitsubishi und Hitachi
Prg‘s“'e”n‘iggon Hl 2003 ** Ex-Motorola Halbleiter Umsatz [Mrd. USD]
Mai 2005

Seite 8 Que”e: ISupp|I, MarZ 2005 Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.



Ranking in allen Zielmarkten

Automobil Chip-Karten DRAM

Rang Draht- Draht- Rang Rang
gebunden* los*
Rang
5 2 9 11 11
33 3
4 4
S5 5 55 5
6
7

o 95 98 02 03 04 02 03 04 02 03 04 98 02 03 04 95 98 02 03 04
nrineon
Prasentation

Mai 2005 * Anwendungs-spezifische Halbleiterprodukte

Seite 9 Que”e: Gal’tnel‘ Dataquest (Mél‘Z 2005), ISUpp|I (Mél‘z 2005) Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.
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Infineon auf einen Blick

m [nfineon — Nr. 4 unter den Halbleiterunternehmen weltwelt

m Umsatz von 7,2 Milliarden Euro im Geschaftsjahr 2004;
Umsatzwachstum von 17 % im Vergleich zum Vorjahr

m Umsatzrickgang im 2. Quartal um 12 % auf 1,61 Milliarden Euro
Im Vergleich zum Vorquartal

® Rund 36.000 Mitarbeiter, davon rund 7.300 in Forschung und
Entwicklung*

m Starke technologische Basis mit rund 41.000 Patenten und
Anmeldungen; tiber 35 Hauptstandorte fur Forschung und
Entwicklung

m Modernste Fertigung bei 300-mm-Produktion

m Fokus auf Kommunikation, Automobilelektronik und Speicher

* Stand: 31 Marz 2005 Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserve:



Infineon — marktorientierte Unternehmensstruktur

Marktorientierte -
Bereiche Applikationen

AIM Automobilelektronik (Antriebsstrang,
e Sicherheitsmanagement, Body &
+—4%. ~ - Convenience, Infotainment), Energie-
Automobll, = e’ - wandlung (Netzteile, Antriebe), Sicherheit
Industrie & === : (Zahlungsverkehr, Identifikation,
Multimarket Plattformsicherheit, Unterhaltung)

Mobile Lésungen, Basisstationen fur

Mobilfunk, Breitbandzugangsnetze,

Netzwerke, Metro- und Weitverkehrs-Netze,
Koo a4\ mobile Anwendungen und Systeme, GPS,
Vet CPE, Tuner

S PCs und Notebooks, PC-Aufristung,
Workstations, Infrastruktur (Server,
: Netzwerke), PDA's, SMART-Telefone,
Speicher- | Peripherie-Gerate, Flash-Speicherkarten
Infineon Produkte

Prasentation
Mai 2005
Seite 12

Kunden
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Infineons Technologiekompetenz

DRAM: 0.17um — 0.11pm Trench

eDRAM: 0,17um Trench

Nonvolatile Memory: 0,17um TwinFlash

Various Future Memory Technologies under review and development

Digital CMOS: CxP, Cyy.., L0zz (Mainstream Platform <180nm incl. RF, AMS)
Analog/Mixed Signal: CxPA, CyNA
eNVM: EEPROM: M3FR (Low Cost), IMEM, C5FR3,
OTP: C50P (Automotive)
eFlash/EEPROM: CxFL (Chip Card), CxFLA, CxFLN (Automotive)

RF BICMOS: BxHFC, BOCOPT

Bipolar IC: NF-IC, RF-Bipolar: BxHF, SiGe: B7THFxx, B7THF200, RF Power: BxP
Bipolar/Discretes:

Diodes: NF-DI, Tuner: DXT, PIN: DxP, Schottky: DxS

RFMOS: HFMOS, LDMOS, LDCAP

AF Transitors NF-TR; RF-Transistors HFBxXN/P, BxHF, B6HFE, RF Bipolar/SiGE: B7HF

Bipolar: DOPL, Ax, BIPEP DMOS (OptiMOS): KSPx, PFET

Analog: SPT170, B6CA KSNx, EH4, EHmilli, SFETx

Smart Power (BCD): SPTx (Automotive, EDP) HV-DMOS (CoolMOS): EH5/6, APT6,

Smart (SmartMOS CD): SMARTX, EHATX, EHATDx, EHCx

MSMARTX, SSMARTX, Opto-TRIAC IGBT: IGBTX, LightMOS, ZIGBT,

SiC Devices: Diode; JEFET (Research) Fast Recovery Diodes: FRSTDx (EMCONX)
Temperature: D-TEMP RF MEMs: Int. Passives, Filter, RF-Networks
Hall: BXCAS, C9FLRN_GMR, CxHV Microphone

Pressure: BXCSP, PIEZO, TIREPX, Opto OP-DI, OP-TR, B6CP

Inertia: GYRO Microfluidic: Biotechnology: FLOW1

Distance Radar



v Jmfassendes und nachhaltiges Umweltschutz- und
;/ Gesundheitsschutzkonzept bei Infineon

Synergie zwischen 6kologischer Verantwortung
und wirtschaftlichem Erfolg
m EN ISO 14001 Matrix-Zertifizierung

m Effizientes Ressourcen Management durch optimierten Verbrauch,
Aufbereitung, Recycling und Wiederverwendung

m Intelligentes Abfallmanagement & Emissionsminderung

_m Freiwilliges Bekenntnis zur weltweiten Reduzierung

i~ von Treibhausgas-Emissionen

m Umweltgesichtspunkte begleiten unsere
Produkte, beginnend bei der Entwicklung

m Umweltanforderungen sind Teil unseres
Supply Chain Managements

m Hohe Standards bei Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz

Fur Infineon bedeutet 6kologische Verantwortung mehr
Infineon als nur die Erfullung der gesetzlichen Anforderungen

Prasentation
Mai 2005

Seite 14 Bildnachweis: photocase.de Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.
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Green Products

m Seit 1998 wird bei Infineon das Projekt "Green Products”
entsprechend den EU Directiven vorangetrieben.

B Mehr als 50 % der Gesamtproduktion ist bereits
auf "GREEN" umgestellt worden.

m Die Hauptumstellung erfolgt 2004 / 2005.

m Informationen tUber Projekt, Technologie und
Umstellungsplane finden Sie hier:
http://www.infineon.com/greenproduct/index.htm



v Integrierte Geschaftskontinuitat,
L/ ~ Katastrophenschutz und Sicherheit bei Infineon

Business Business impact & Supply chain
Continuity risk assessment security
Planning
Supply chain &
manufacturing IP protection
recovery
Business 2
= Crisis
continuity
management
plans -

..'. “

Sec'urity control

Informathn IT system security
System centre
Security
/ A N IT risk assessment Security technology
Infineon Intrusion detection e PETLY
Préasentation protection
Mai 2005

Seite 16 Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.
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Das 2. Quartal GJ 2005 im Uberblick

m  Quartalsumsatz sank gegeniber Vorquartal um 12 % auf 1,61 Milliarden Euro.
Ohne die Lizenzeinnahmen in H6he von 118 Millionen Euro, die im ersten Quartal
im Zusammenhang mit der Einigung mit ProMOS realisiert wurden, sank der
Quartalsumsatz gegenuber dem Vorquartal um 5 %, vor allem durch geringere
Umsatze in den Segmenten Kommunikation und Speicher-Produkte.

m Konzernfehlbetrag lag im zweiten Quartal bei 114 Millionen Euro gegentber
einem Konzernuberschuss von 142 Millionen Euro im Vorquartal.

m  Quartals-EBIT sank von 211 Millionen Euro im Vorquartal auf minus 117 Millionen
Euro und wurde mit Nettokosten von 74 Millionen Euro negativ beeinflusst durch
Maflnahmen fiir die Reorganisation im Segment Kommunikation.

m  Umsatz in der ersten Halfte des Geschaftsjahrs 2005 wuchs um 4 % gegentiber
dem Wert des vergleichbaren Vorjahreszeitraums von 3,29 Milliarden Euro auf
3,42 Milliarden Euro.

m Konzernuberschuss im ersten Halbjahr lag bei 28 Millionen Euro gegentiber
73 Millionen Euro im vorausgegangenen Jahr.

m EBIT sank in der ersten Halfte des Geschaftsjahrs 2005 auf 94 Millionen Euro
Infineon gegenuber 141 Millionen Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Prasentation
Mai 2005

Seite 18 Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.
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Business highlights Q2 GJ 2005
Automobil, Industrie & Multimarket

m |Im Februar 2005 hat Infineon bekannt gegeben, dass mit dem Bau einer neuen
Frontend-Fertigungsanlage in Kulim, Malaysia, begonnen wurde. Dort sollen
hauptséachlich Leistungshalbleiter ftr die Automobil- und Industrieelektronik
produziert werden.

m Infineon hat sein CoolIMOS™-Produktportfolio durch eine neue Serie von
Leistungstransistoren erweitert. Diese sind flr Stromversorgungen in Computer-
Servern und anderen Anwendungen mit hoher Leistungsdichte (z. B. Tele-
kommunikationsanlagen und Flachbildschirme) konzipiert.

m Infineon hat das gemeinsam mit Giesecke & Devrient entwickelte
Herstellungsverfahren "Flip Chip On Substrate" (FCOS) fir Chipkartengehéause
vorgestellt, das die Widerstandsfahigkeit der Gehause weiter steigert.

m Infineon hat seine Produktpalette von Mikrokontrollern erweitert, darunter zwei
32-Bit Mikrocontroller auf Basis der TriCore™ Architektur und eine Familie mit
applikationsspezifischen 16-Bit-Mikrokontrollern, die gegentiber alternativen
Losungen Kosteneinsparungen von bis zu 30 % ermdoglichen.

Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.



o  Business highlights Q2 GJ 2005
———  Kommunikation

m Demonstration des weltweit ersten Ein-Chip GSM/GPRS Baseband/Quadband
RF Transceivers E-GOLDradio im Rahmen der 3 GSM Messe in Cannes erzielt
hohe Aufmerksamkeit bei Kunden

m Infineon, Samsung Electronics, Trolltech und Emuzed kiindigen das weltweit
erste UMTS/EDGE-Smartphone Referenzdesign mit Linux Betriebssystem an

m Infineon kindigt SMARTI PM an, einen Ein-Chip CMOS-RF-Transceiver flr
GSM-, GPRS- und EDGE Mobiltelefone, der 50 % Flachenbedarf und 30 %
Bauteilkosten einspart

m Design-win Entscheidung fir RF Power Transistoren PTFA191001E &
PTF180301E im Ericsson Cingular Projekt

m  Markteinfihrung von ADSL2+ Central Office Chip GEMINAX Pro setzt neue
Standards in Bezug auf Stromverbrauch und Systemkosten, die um 30 %
reduziert werden. Mit einem 16-Kanal ADSL2+ Digital Front End (DFE) und
einem 4-Kanal Analog Front End (AFE), mit integrierten Low-Power Class D Line
Drivers, reduziert das GEMINAX PRO Chipset Leistungsverlust, Grundflache
und Gesamtsystemkosten um bis zu 30 % im Vergleich zu anderen momentan
verfligbaren Chipsets

nfinson m  Mehrere Design-wins mit Amazon-M, Infineons integriertem ADSL2/2+

Prasentation Transceiver fur CPE Applikationen
Mai 2005

Seite 20 Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.



o  Business highlights Q2 GJ 2005
———  Speicher-Produkte

m Die Einfihrung der 90-Nanometer-Trench-Technologie fir DRAMs auf
300-Millimeter-Wafern lauft planmafdig. Der Geschaftsbereich plant den
Hochlauf der Produktion fir Mitte 2005.

m Im zweiten Quartal des Geschaftsjahres 2005 hat Infineon den Antell
von Produkten mit héherer Speicherkapazitat weiter gesteigert und
weitere innovative Produkte in sein Portfolio aufgenommen. Das
Unternehmen hat auch erste Muster von 512 Megabit GDDR3 Graphics
RAM Speicherbausteinen hergestelit.

m Als erstes Unternehmen der Branche hat Infineon 4 Gigabyte DDR2-
Module auf Basis der Dual-Die-Technologie fiir Serverapplikationen
vorgestellt. Diese Technologie ermdglicht das Stapeln von zwei
identischen Chips in einem Gehause, wodurch sich die Dichte
verdoppeln lasst, ohne die Gehauseabmessungen wesentlich zu
vergrél3ern. Dies ist eine wichtige Voraussetzung flr bestimmte
o Einsatzbereiche, bei denen Platzbedarf und Luftzirkulation von grof3ter

Prasentation Bedeutung sind, z. B. Server und Notebooks.

Seite 21 Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.
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Umsatz- und Ergebnisentwicklung Infineon, Vergleich
Q1 2005 mit Q2 2005, 1. HJ 2004 mit 1. HJ 2005

- Veran-
(nach US GAAP [Mio. EUR]) Q1 04/05 ‘ Q2 04/05 ‘

Umsatzerlos
Wachstum (%)

EBIT

Konzernuberschuss/
(-fehlbetrag)

Konzernuberschuss/
(-fehlbetrag)
je Aktie [EUR]

1.816

211

142

0,19

1.606
(12)

(117)

(114)

(0,15)

1. HJ 1. HJ Veran-
03/04 04/05 derung
3.294 3.422
4
141 94
73 28
0,10 0,04

Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.
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Umsatz- und EBIT-Entwicklung (1 von 2)

Umsatze und EBIT

(nach US GAAP

[Mio. EUR]) Q2 03/04
Automobil,
Industrie &
Multimarket
Umsatz 606
EBIT 49
Kommunikation
Umsatz 390
EBIT iS5
Speicher-Produkte
Umsatz 665
EBIT 13

Die Segmentdaten der Vorperioden wurden auf Grundlage der aktuellen Segmentstruktur
fur weitergehendes Geschaft vergleichbar gerechnet.

Q3 03/04

669
74

419

811
(50)

Q4 03/04

708
90

466
(73)

807
149

Q1 04/05

631
48

414
(19)

766
196

Q2 04/05

634
36

332
(142)

633
17

Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.



oy
]nflneon

chnologies

Umsatz- und EBIT-Entwicklung (2 von 2)

Umsatze und EBIT

(nach US GAAP Q203/04  Q303/04  Q403/04 QL0405  Q204/05

[Mio. EURY])
Sonstige
Umsatz 3 1 3 3 4
EBIT (21) (9) (35) (2) 11

Konzernfunktionen

Umsatz 7 8 9 2 3
EBIT 15 (15) (18) (12) (39)
Infineon
Pﬁs_e%a;?” Die Segmentdaten der Vorperioden wurden auf Grundlage der aktuellen Segmentstruktur
al

fur weitergehendes Geschatft vergleichbar gerechnet.

Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.
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Umsatzentwicklung nach Segmenten,
1. Quartal GJ 2005 und 2. Quartal GJ 2005

Q1 GJ 2005 Q2 GJ 2005

Kommunikation
414

Speicher-
Produkte
766

Auto-
mobil,
Industrie & Andere*
Multimarket 5
631

Kommunikation

332
Speicher-
Produkte
633
Auto-
mobil,
Industrie & Andere*
Multimarket 7
634

Gesamt: 1.816 Mio. EUR

* beinhaltet Konzernfunktionen und sonstige Geschaftsbereiche

Gesamt: 1.606 Mio. EUR

(nach US GAAP)

Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.



o Umsatzentwicklung nach Regionen,
— 1. Quartal GJ 2005 und 2. Quartal GJ 2005

Q1 GJ 2005 Q2 GJ 2005

Europa @ NAFTA Europa @ NAFTA
316 334 302 368
17 % 19%

Deutsch-q APAC & Deutsch-w APAC &
land Andere land Andere
380 Japan 702 334 Japan 520

84 82

Gesamt: 1.606 Mio. EUR

(nach US GAAP)

Gesamt: 1.816 Mio. EUR

Infineon
Prasentation
Mai 2005
Seite 26

(1) Ohne Deutschland

Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.



i Umsatzentwicklung nach Segmenten,

Infineon

——— 1. Halbjahr 2004 und 1. Halbjahr 2005

1. HJ 2004 1. HJ 2005

Kommunikation Kommunikation
804 746
Speicher- Speicher-
Produkte Produkte
1.308 1.399
Auto-
mobil,
Industrie &  Andere* Industrie & Andere*
Multimarket 19 Multimarket 12
1.163 1.265
Gesamt: 3.294 Mio. EUR Gesamt: 3.422 Mio. EUR
Infineon (nach US GAAP)

Prasentation

Mai 2005 : . : ) :
Seite 27 * beinhaltet Konzernfunktionen und sonstige Geschaftsbereiche

Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.



o Umsatzentwicklung nach Regionen,
— 1. Halbjahr 2004 und 1. Halbjahr 2005

1. HJ 2004 1. HJ 2005

Europa @ NAFTA Europa @ NAFTA
562 693 618 701
17% 18 %

Deutsch- APAC & Deutsch-w APAC &
land Andere land Andere
836 Japan 1.050 715 Japan 1.222

153 166

Gesamt: 3.294 Mio. EUR Gesamt: 3.422 Mio. EUR

Infineon (1) Ohne Deutschland (nach US GAAP)
Prasentation

Mai 2005
Seite 28 Copyright © Infineon Technologies 2005 . All rights reserved .
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Ausblick fir Q3 GJ 2005

m Infineon erwartet keine wesentliche Nachfragesteigerung in Q3. Das Unternehmen geht davon aus,
dass der Preisdruck weiter anhalten wird, insbesondere bei Chipkarten-ICs, Speicherprodukten und
Produkten fir Mobiltelefone. Ein Wachstum in Stiickzahlvolumen, speziell bei den Speicherprodukten,
durfte jedoch die Auswirkungen des Preisdrucks auf den Umsatz und das operative Ergebnis
teilweise ausgleichen. Weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem geplanten Auslauf der
Produktion in Mlnchen-Perlach werden negative Auswirkungen auf das Betriebsergebnis haben.

m  Im Automobilbereich wird ein anhaltendes Wachstum erwartet. Andererseits geht das Unternehmen
davon aus, dass der Preisdruck in der Industriesparte anhalt und der Gewinn im Geschaft mit
Industrieprodukten dadurch im dritten Quartal leicht riicklaufig sein wird. Fir das Segment
Sicherheits- und Chipkartenlésungen erwartet Infineon auf Grund der Entwicklung im weltweiten
Markt fur Chipkarten, dass die Schwache weiter anhalt. Insgesamt geht das Unternehmen davon aus,
dass Umsatz und EBIT in diesem Segment weiter stabil bleiben.

m Im Bereich Kommunikation erwartet das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal einen stabilen
oder leicht riicklaufigen Umsatz. Hauptursache daftir ist die anhaltend schwache Nachfrage von
einigen Kunden fir Komponenten von Mobiltelefonen. Fur Q3 erheblicher EBIT-Fehlbetrag erwartet.
Dennoch erwartet Infineon, dass die kirzlich vom Unternehmen implementierten Effizienzprogramme
die Finanzergebnisse ab dem dritten Geschéaftsquartal positiv zu beeinflussen beginnen. Dem
entsprechend erwartet Infineon fur das Segment eine Reduzierung des Fehlbetrags im Vergleich zum
zweiten Geschaftsquartal.

m  Im Bereich Memory Products erwartet Infineon eine Zunahme der Speicherausstattung pro Rechner
und der weltweiten Nachfrage nach Speicherbausteinen auf Grund der Preissenkungen fiir DRAMs
im zweiten Quartal des Geschéftsjahrs 2005. Das Bit-Volumen wird voraussichtlich durch die hhere
Kapazitat bei Joint-Venture- und Foundry-Partnern starker wachsen als der Gesamtmarkt. Das
Infineon Unternehmen wird sich auch weiterhin darauf konzentrieren, sein Portfolio um Produkte mit h6heren

Pﬁziegga;?” Margen zu erweitern, da diese nicht so stark von Preisschwankungen betroffen sind.

Seite 29 Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.



@ Relative Performance der IFX-Aktie
———  seit Beginn des Geschéftsjahres 2003

200% A

150% A

A

100% 4 ! Mg“.,-
50% A " g N AT TG

JM b, Vvl ” " KA A
0% J:\\‘.. -,_\'M Y.‘AA.. {".“A -

[ LAY TT T T T T T T T T T T TTT A T A A A R T
(50%) -
1. Okt. 2002 15. Apr. 2005
mm==_Infineon Technologies (XETRA) === Texas Instruments
Infineon Technologies (New York) = SOX
Infineon === Micron Technologies = DAX
Prasentation . -
Mai 2005 mm==_ ST Microelectronics

Seite 30 Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.



technologies

Infineon
Prasentation
Mai 2005
Seite 31

Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.




-
Infineon
technologies

Infineon
Prasentation
Mai 2005
Seite 32

Infineon — Geschaftsbereiche

Automobil, Industrie

& Multimarket

Speicher-Produkte

Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved
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AIM Business Focus
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Industrie

m Breites Spektrum an
Leistungshalbleitertechnologien
fur alle Spannungsbereiche

m Anwendungsspezifische
Referenz-Designs

m FUhrende Technologien, die

Systemminiaturisierung

und hochste

Leistungseffizienz

ermdglichen

Automohil

m Komplettes Produktportfolio:
Sensoren, Mikrocontroller,
Leistungshalbleiter,
Kunststoff-Lichtleiter

Mehr als 35 Jahre
Erfahrung mit
Halbleitern fur
die Automobil-
industrie

Multimarket

m Starke Channel Partner o - ;

m Wettbewerbsfahige und etablierte = Weltweite Prasenz un
Standard-Produkte starke Kundenbeziehungen

m ASIC und Design Lésungen = Fundiertes System Know-

m FUhrende Position in how

Halbleiter-basierter Sicherheit |m Kostengunstige Fertigung
- Trusted Platform Module auf hochstem Qualitats-
(TPM) niveau

Infineon
Prasentation
Mai 2005

Seite 33
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Automobil-Halbleiterldsungen kombinieren
Datenerfassung, Datenverarbeitung und Ansteuerung

Antriebsstrang

- Diesel-Motor-Mgmt.

- Benzin-Motor-Mgmt.

- Getriebesteuerung

- Anlasser / Lichtmaschine

Sicherheit

- ABS / Traktionskontrolle

- Federung

- Airbag + Riickhaltesysteme =
- Servolenkung
- Reifendruckmessung

Body & Convenience

- Lichtsteuerung

- Heizung, Luftung,
Klimaanlage (HVAC)

- Tiren & Sitze

- Intelligente Batterie

Infotainment

- Telematik

- Navigation

- Multimedia

- Audiosystem

- Armaturenbrett

m Drucksensoren m 16 bit pC = MOSFETs
= Hall-Sensoren m 32 bit TriCore® = IGBTs
(LC + DSP) = Regler
m Transceivers
s Smart Power
m System ICs
m Drucksensoren m 8 bit uCs m Dioden
m Hall-Sensoren m 16 bit uCs m Transistoren
m RF ICs m 32 bit TriCore® = MOSFETs
(uC + DSP) = Regler
m Transceivers
= Smart Power
m System ICs
= Hall-Sensoren m 8 bit uCs = Dioden
m Temp.-Sensoren =16 bit uCs = Transistoren
s RFICs s MOSFETs
= Smart Power
= Regler
m Transceivers
Mikrocontroller, Losungen fur Langstrecken-
(GSM/GPRS) und Kurzstrecken- (Bluetooth, WLAN)
Ubertragung, GPS, Hochfrequenz-ICs, CAN/MOST
Transceiver, Kunststoff-Lichtleiter, Multimedia-Cards,
Power ICs, Security ICs
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Sensoren, Controller und RF ICs fur
Reifendruck Mess-Systeme (TPMS)

AIM

Infineon kombiniert seine
Kompetenzen in drahtloser
Kommunikation und Automobil-
elektronik fir eine fihrende Position

iIm Bereich Reifendruck Messsysteme

Die LOosungen beinhalten
hauptséachlich:

Technisch fihrende Druck-, Temperatur-
und Rotationssensoren
Hochleistungs-Mikrocontroller

Breites Portfolio an Sendern und
Empfangern

Unsere Kernkompetenzen bei
Sensoren:

Hochentwickelte Signalverarbeitung
Langjahrige technische Unterstlitzung

Schliusseltrends fur Sensoren:

Weitere Funktionsintegration durch
fortgeschrittene Signalverarbeitung
Erhohte "robustness”
Standardisierte Konzepte zur
Signalweiterleitung

TPMS Modul

Pressure
Sensor

Temperature
Sensor

Rotational
Sensor

RF Transmitter_‘ Contactless
z4Data output Output

R LF Rt_eceiver E Contactless
Data input - Input

Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.
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Leistungshalbleiter, Leistungsmodule und

AIM

Mikrocontroller flir die gesamte Energieversorgungskette

Energieerzeugung

Schlisselprodukte:

m Thyristoren und Dioden

s IGBT- und bipolare Module

= 8- und 16-bit Mikrocontroller

m 32-bit TriCore®
Mikrocontroller (inkl. DSP)

/\ j

AN AN 2
\%! N/
\‘) \’/
\ i :
— = ) —

SN\
W
I
el
I/ \IN

WY
KTV ATV
¥ l‘ W

Energieverteilung

Schlusselprodukte:
m Thyristoren und Dioden
m IGBT- und bipolare Module

Energiemanagement
(Netzteile und Antriebe)

Schltsselprodukte:

Diskrete Leistungshalbleiter

Power Control ICs

8- und 16-bit Mikrocontroller

32-bit TriCore® Mikrocontroller (inkl. DSP)

Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.
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@ Energiewandlung
Anwendungen und Produkte

Discrete Mikro-
Power ICs
Power controller

Power Supplies = CoolMOSTM = PWM & PFC ICs = 8 bit uCs
a thing!™ (SiC = COOISET™ a 16 bit uCs
- AC/DC Schottky Diode) = Integrated Switch = 32 bit TriCore®
- DC/DC = Highspeed IGBT = Gate Driver (UC + DSP)
a OptiMOS®
Drives = EmCon™ = PWM & PFC a 8 bit uCs
- Consumer = Trench Stop ICs = 16 bit uCs
Drives _ IGBT m 32 bit TriCore®
- General Purpose m FastIGBT (uC + DSP)
Drives

Infineon
Prasentation
Mai 2005

Seite 37 Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.




Energiewandlung
mit intelligenten Halbleiterldsungen spart Ressourcen

m thinQ!™ Silizium-Karbid Schottky-Diode
mit 300V und 600V fir héchste
Schaltfrequenzen

m CoolIMOS™ Hochvolt-MOSFET fir
herausragende Energiewandlung

m OptiMOS™ P-Kanal MOSFET fiir Batterie-
und Leistungsmanagement

m OptiMOS™ 2 |eistungs-MOSFET im
Hochleistungsgehéause flr
optimales Preis-Leistungsverhaltnis

m CooISET™ fiir Standby-Versorgung

m CoreControl™ PWM Controller und
Treiber flr Prozessor- und Peripherie-
Versorgung

m PWM /PFC ICs fur hochste Effizienz

Infineon
Prasentation
Mai 2005
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CT,’,}}‘MO“ Chipkarten und Sicherheitsanwendungen
——— Infineon ist gut positioniert fir die wichtigen Wachstumsmérkte

Kontaktlose : '
Chipkarten, RFID Sicherheits ICs

Kontakt basierte
Chipkarten
C ! I

#1 Kommunikation G
Telefonkarte e RCSM P
SIM Card
Handykarte o .
Bezahlung

» Kreditkarte, Geldkarte

| Transport, Tickets

.| Identifizierung
Elektronischer Pass,
Ausweis, Wahlschein,
Sozialversicherung, RFID

Unterhaltung Entertainment”
Pay-TV, Spiele, B
, Video/Audio 3
Infineon fH
Prasentation
Mai 2005

Seite 39 Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.



(h’,'f},,eon Herausforderungen und Entwicklungen im Bankensektor B
———  Chipkartenldsungen fiir Sicherheit im Finanzverkehr

Banken werden die

. Vertrauenszentren von
Mehrwert fur Banken und

Ersatz von morgen sein
- ' ., Konsumenten Sicherengome Bankin
Magnetstreifenkarten Mgttt 1 = _ftgl
5 igitale Unterschrift als
Minimalanforderung nach EMV KontakiioseliEEES i Dienstleistung der Bank (z. B
von VISAUNdES Komfort / Personenverkehr _ 9 ot
S EMV DDA, Biirgschaften, als Sozialversicherungsschein
Prasentation Geldkarte, etc. oder Personalausweis)

Mai 2005
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———  Drahtgebundene Kommunikation — Lésungen firr das "Netz"

Metro Ethernet Access
m Komplette Ethernet tGber Sonet

Systemlosungen <
<

m Fihrend in allen IP Netzwerken \ . 4
-l = |
KL Ethernet Uber Sonet
— Broadband

EPF

m Komplette Systemlosungen fir beide
Enden der Kupferleitung (xDSL,
ATM, Ethernet, E1/T1, POTS)

m Vorantreiben des Ubergangs von

Infineon ATM-basierten auf IP-basierten
Prasentation
Mai 2005 Zugangsnetzen

Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.
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———  Drahtgebundene Kommunikation — Schwerpunkte

Infineon
Prasentation
Mai 2005
Seite 42

COM

Access

m Fuhrende Position in Standard Telecom Infrastruktur*:
Nr. 1 in T/E carrier, Nr. 1 in Analog Linecards

m Vollstandiges xDSL CO/CPE Portfolio:
- Fuhrende Position bei SHDSL und VDSL
- Starker Marktanteilsgewinn bei ADSL/2/+

m Erste integrierte Sprach- / Daten-L6sung (IVD) mit
eingebauter Splitter und VolP (Voice over IP) Funktion

m Weltweite Einfiihrung von Infineon basierten
ADSL2+ DSLAMs und frihzeitige Verfugbarkeit
des ADSL2+ Modem Chipsets

* Gartner, Juni 2004

CPE (Customer Premise Equipment)

m Eintritt in den "Digital Home" Markt durch die Kombination
von Infineon's DSL- und Sprachlésungen mit ADMteks's
"Home Router" Technologie und Marktposition

Optical Networking
m Schwerpunkt auf Metro Enterprise Access
m Frihe Marktfiihrerschaft bei EoS (Ethernet over Sonet)

Data rate
[Mbit/s]

100

ADSL2+

1 2 3 4 5 LinelLength[km]

>

ernet over Sonet
olutions

Calla, Purple

Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.
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Q—/ Drahtlose Kommunikation — Schwerpunkte

Mobiltelefone
m Unter den Top 3 Anbietern fir GSM ICs

m Sicherung und Ausweitung der Marktfiihrerschaft bei
mobilen RF engines

m Erreichung der "Best-in-Class" Kostenposition bei
RF CMOS

m  Anbieter kompletter System-Kits fur 2/ 2.5/ 3G
Standards weltweit

Drahtlose Infrastruktur

m Produktangebot flir Radio Basisstationen inklusive RF
Module, RF ICs, und RF Power Transitoren und
-module

m  Nummer 2 bei high-power-RF-Transistoren

m RF Power LDMOS Technologie und thermisch
optimierte Gehause auf dem neuesten Stand der
Infineon Technik

Prasentation
Mai 2005

Seite 43 Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.




oy
]nflneon

chnologies

Infineon
Prasentation
Mai 2005
Seite 44

COM

Drahtlose Kommunikation — Schwerpunkte

Short Range Wireless

Flhrende Position in DECT/WDTC. Entwicklung neuer
CMOS Single-Chip

Starke Position bei Bluetooth mit neuer Enhanced Data
Rate Losung

Erfolgreiche Einfihrung von "Hammerhead"; erste
CMOS Single-Chip A-GPS Ldsung in Zusammenarbeit
mit Global Locate

Entwicklung von Low power W-LAN L&sung fur mobile
Anwendungen

Bluetooth

8 mm

5mm

Tuner Systems

Fuhrend im terrestrischen Marktsegment mit dem digitalen
Tuner "TUA6034"

Fokus auf portable und mobile Segmente mit neuen Low
power digital Tunern fur Laptop / PC und
Mobiltelefonanwendungen mit TUA6041 (alignment free)
und TUAG045

Fortsetzen der Lieferung und des Services des analogen
Tuner Marktsegments

Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.
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Breitband-Zugangslosungen fiir das Familien- COI
Kommunikations-Portal

Heimbiro:
"Home-Banki

Unterhaltung:
"Videos fiur die ganze Familie"

Kinderzimmer:
"Spiel und Schularbeiten™

Kommunikationsprozessor
Breitband DSL
Switching
Sprachaufbereitung
WLAN

Sicherheit

Kommunikations-
portal

Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.
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Infineon's Zugangslosungen fur Power Kommunikation
Netzwerke weltwelt

SOCRATES-16.bis

[Q SOCRATES-U

f.“._:_" . "~\\ IQ GEMINAX‘MaX AMAZON

P ‘," ConverGate-C =

[ LANTT — ;

SOCRATES-4]

\X_. Home '
v%\,\ocJ FTTC/FTTCab . L |-

>

IP DSLAM

SOCRATES O _ & Vsl ADSL2+/
GEMINAX VDSL2 &
VolP
GEMINAX-Max
o VINAX-CO
ConverGate D
VINETIC L Bema

FTTB/ETTP _ ~ \etwork

ACCESS =Y VDSL
GEMINAX-Pro
GEMINAX-MAX VINAX-CO VINAX-CPE
VINETIC-4 WildPass

USERS VINETIC

Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.
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Erfolgreiche Integration von RF CMOS in Baseband: CCOn

Muster RF / Baseband SoC fir GSM/GPRS

Infineons Single-Chip
Muster-Telefon auf der 3GSM '05

Integriert:
m RF Transceiver SMARTI SD2
m Baseband E-GOLDIite

Vorteile gegentber Zwei-Chip Losung:
m 30 % weniger Flachenbedarf
m 30 % geringere Materialkosten

E*GOLDradio

Unterstitzt:

m Bis zu GPRS Klasse 12
1,3 Megapixel Kamera
Zweifarbiges Display
Polyphone Klingelténe
MP3 Playback

Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.



- Weltweite DRAM Rangliste nach Umsatz M

]nfineon

—— 2004 und 2003

Rang
2004 0 2 4 6 8

=

. Samsung
Hynix
Micron

Infineon
Elpida

+ 141 %

Powerchip + 185 %

Technologie

© ® N o oA W N

Nanya + 48 %

Basierend auf Trench

Bl 2004
213 9% Bl 2003

Promos
. Winbond
Elite

=
o

+ 112 %

Infineon
Prasentation

Umsatze [Millarden USD]

Mai 2005 - -
szlite 48 Quelle: iSuppli, Méarz 2005
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L/ Der Speichermarkt — Neue Anwendungen

_ | ! Spielekonsole

i p PRI A SN TR R TUUVU TR
st LTI B AR R
S I -

Set Top Box

Desktop PC

% =3 )
Server PETTET | J .
W Tablet PC Digital-
Notebook PC kamera
Router, Switch \ DVD Player
Mobiltelefon
Infineon
Prasentation
Mai 2005
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MP — Starken

Fihrend in Technologie

m  Mehr als 80 % der Kapazitaten auf 110nm Technologie

m Validierung des 512M DDR basierend auf 90nm Technologie durch Intel
m Erster Prototyp auf 70nm Technologie verfugbar

Fihrend in Fertigung

m Stark erweiterter globaler Fertigungs-Cluster
m Fdhrend bei der Fertigung auf kosteneffizienten 300mm Scheiben

Starke Technologie- und Fertigungspartnerschaften

m  Gemeinsame Technologieentwicklung zur Verbesserung der
Skaleneffekte

m Verbesserung der Marktposition mit reduzierten Kapitalanforderungen
Flexible Aufstockung der Kapazitaten durch Vertragsfertiger

Erweiterung des Produktportfolios
m  Erweiterung des Modulportfolios flir Mobile PCs und Infrastruktur
m  Zunehmender Fokus auf Consumer und Spezial DRAMs

Infineon m  Um NAND-kompatiblen Flash erweitertes Produktportfolio
Prasentation

Mai 2005

Seite 50 Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.
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DRAM Technologie Roadmap

256M DDR 110nm

2004 — 110nm 2005 — 90nm 2006 — 70nm

512M DDR 90nm

-
=

512M DDR2 70nm

m Mehr als 80 % der

Kapazitaten auf
110nm Technologie
bis Ende September
2004

Beste Scheibe mit
mehr als 93 %
Ausbeute

Erste DRAM
Technologie unter
Einsatz von 193nm
Lithographie

m SchlUssel
Innovationen: 'Bottle
shaped trench’
Neues Zellenlayout

m |[FX als zweiter
Hersteller flr ein 90nm
Produkt von Intel
validiert

m Start des Hochlaufs
geplant Mitte 2005

m Erste Prototypen auf
300mm verfligbar

Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.
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- DRAM Fertigungs-Cluster

DRAM Fertigungs-Cluster

i?\;_;Vl@j:i"inb'c:md

Electronics Corp.

Frontend

| Dresden Richmond 1 Inotera
200 + 300mm 200 + 300mm 300mm

Infi . . .
Prsentation Eine (virtuelle) Fertigung zum Kunden
Mai 2005
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~ Fuhrend in 300mm DRAM Fertigung

Marktanteil an der 300mm Produktion im Jahr 2004

Infineon
Prasentation
Mai 2005
Seite 53 Quelle: iSuppli, Februar 2005
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Die Organisation des Bereichs Speicher-Produkte:
Fokus auf Anwendungen und Marktsegmente

(@)]
Gl
Il
s
e =
£ 3
=
=
<

Units

79}
(70}
(b}
=
0
0]
m

Treiber

Consumer &

Computing Graphics . REMNEQN Flash
Mobile Simgly adeased

m Desktop PC m Graphik m Mobiltelefone m Desktop PC m Mobiltelefone
m Notebook PC m Spiele m Set-Top-Box m Notebook PC m Digitalkameras
m Server Konsolen m DVD Player m Workstation m MP3 Player
m Workstation m Tragbare & Rekorder m USB Drive
m Storage Computer- m Digitalkameras m PDA
m Netzwerke spiele m MP3 Player

m Auto m Flash Karten

Navigation

m PDA

m Digital TV

m Peripherie-

Gerate

Ersatzinvestition | Leistung Mobilitat Leistung Datenspeicher
Leistung Digital Lifestyle Digital Lifestyle Emerging Digital Lifestyle
Internet 3D Bilder Low-Power markets Mobilitat
Infrastruktur Neue Spiele Info Mgmt. White boxes
Bandbreite Content
Data Warehouse Download

Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.
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Computing Portfolio

Produkteigenschaften

Schnittstellen: SDR, DDR, DDR2
Dichten: 128Mb — 1Gb
Organisationen: x4, x8, x16
Gehéause: TSOP, FBGA
Geschwindigkeit: PC133 — DDR2-533

Schnittstellen: SDR, DDR, DDR2
Formfaktor: Unbuffered,

ol SO-DIMM, MicroDIMM
Desktop PC .
Workstation Dichten: 128MB — 2GB

Notebook PC

Geschwindigkeit: PC2100 — PC2-4200
Sub-Notebook PC

m Schnittstellen: SDR, DDR, DDR2
m Formfaktor: Registered, FB-DIMM
m Dichten: 128MB - 4GB
_ _ m  Geschwindigkeit: PC2100 — PC2-4200
Infineon High-End Workstation
Prasentation Server

Mai 2005

Seite 55 Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.



. m

infineon | .
Graphik Portfolio

Graphik Segment Eigenschaften

Hohe Geschwindigkeit:
500 — 800 MHz

Hohe Bandbreite: x32
Niedriger Stromverbrauch

High end

512M & 256M GDDR3

Erhohte Geschwindigkeit:
300 — 500 MHz

Mainstream FBGA Gehause
Bandbreite: x16

Arbeitsspannung 1,8V-2,0V 256M DDR2 (+512M)

Standard Geschwindigkeit:
200 — 300 MHz
Value TSOP Gehéause

Bandbreite: x16

PGS Arbeitsspannung 2,5V 256M DDR (+512M)

Seite 56 Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.

Infineon



I
—

Infineon
technologies .
Consumer Portfolio
Anwendungen Produkteigenschaften
Langfristige Produktunterstitzung:
m  Schnittstellen: x16, x32
S m Dichten: 64M — 256M
Digital TV m  Geschwindigkeiten: 133 — 166MHz
- _ m  Spannungen: 3,3V
J \ Digital Still
Camera (DSC)
— m  Schnittstellen: x8, x16
- AT SR m Dichten: 128M — 512M
_I--_gl m  Geschwindigkeiten: 333 — 400 MHz
Set-Top Boxes m Spannungen: 2,5V
m Schnittstellen: x16
m Dichten: 256M - 1G
_ m  Geschwindigkeiten: 533 — 800 MHz
Infineon m  Spannung: 1,8V

Prasentation
Mai 2005 DVD Player / Recorder

Seite 57 Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.
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Mobiles Portfolio

Produkteigenschaften

LMDE||_=HAMW

m  Geringer Platzverbrauch
m AuRerst niedriger
Stromverbrauch

Digitalkamera Smart Phone

Cellular

SRAM Leistung
Hohe Speicherdichte
Niedrige DRAM Kostenposition

m Getestete Mobile-RAM
und CellularRam Chips

m  MCP spezifisches Pad
Layout

Infineon

Prasentation Multi Chip Gehause
Mai 2005

Seite 58 Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.
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Flash Produktportfolio

Flash Karten

m Hochvolumiges
Wachstumssegment

m Erste Produkte: SD-Card und
MultiMediaCard

Flash Bausteine

m NAND-kompatible 512Mbit
Flash im TSOP-Gehause

Infineon
Prasentation
Mai 2005

Seite 59 Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.
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Zweitmarke flir DRAM Produkte RENEDN
Anwendungen & Markt Produkteigenschaften
m Ausrichtung auf Whitebox PC m Desktop PC
Markt Gber Distributionspartner - DDR unbuffered DIMMs
m Whitebox Markt mit groRem - DDR2 unbuffered DIMMs
Markt-Anteil und Wachstums- gr g oo

potential insbesondere in i
Schwellenlandern Osteuropas,
Lateinamerikas and Stdost-

Asiens m Notebook PC

- DDR SO-DIMMs
- DDR2 SO-DIMMs

Osteuropa
’ i ":'w-'-":‘"ﬁl:l,%;;": “%:E‘?‘r":l _:_:::..' __::-I. _:.l
Lateinamerika Stidost-Asien 2
Infineon
Prasentation
Mai 2005

Seite 60
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. Allgemeine Unternehmensdaten

Infineon
Prasentation
Mai 2005
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Infineon Organisation

Dr. W. Ziebart
. Fischl K. W. Loh Dr. A.v. Zitzewitz

Automotive, Industrial & Communication Memory Products
Multimarket

P. Bauer K. W. Loh Dr. A. v. Zitzewitz
Dr. R. Ploss G. Henschel Prof. Dr. H. Eul P. Gruber T. Seifert  Dr. M. Majerus

ASIC Design Solutions Access Aeneon
Automotive Power Customer Premise Equipment Computing
Chip Card & Security Customer Projects Consumer & Mobile
Discrete Semiconductors Entry Phone Flash
Microcontroller Feature Phone Graphics
Power Management & Drives Fiber Optics
Sense & Control Optical Networking

RF Engine

Short Range Wireless

Tuner Systems

Wireless Infrastructure

%
Q
S
o
b

o
0
0
o}

=
®
S

a4)]

+ Group Functions + Group Functions + Group Functions

(O ) . . . ] :
rsi=l *® Accounting & Finan. Rep. = Corporate Audit = Corporate Quality Mgmt. = Human Resources = Planning & Controlling
) -g = Alliances = Corporate Communications = Corporate Research = Information Techn. = Strategy, Investor
o 8 = Business Continuity = Corporate Logistics = Corporate Risk Mgmt. = | egal Department Relations, Mergers &
8 Lf = Central Sales Functions = Corporate Purchasing = Finance & Treasury = Manufacturing Strategy Acquisition
©
c

Infineon S _ i _ =

Prasentation = North America Corporation Asia Pacific Pte. Ltd. Japan K.K.
Mai 2005 o
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Q—/ Infineon beschaftigt 36.044 Mitarbeiter weltweit*

USA: 3.074 Mitarbeiter

2.416 East Coast (Richmond, Fishkill, ...)
Israel
658 West Coast (San José, Sunnyvale)

Europa: 22.118 Mitarbeiter

Asien / Pazifik: 10.811 Mitarbeiter

106 GrofRbritannien 2.351 Singapur

. 0
2.578 Osterreich 1.240 Indonesien
2 o
o
9 16.378 Deutschland 424 © Indien
o

1.498 Portugal** m Malaysia

194 Frankreich 1.463 China
n Niederlande m Hongkong

m Italien 144 Japan

m Tschechische Republik Korea

Infineon 572 Schweden, Norwegen 344 Taiwan

Préasentation * am 31. Marz 2005

Mai 2005 ** inkl. ESAS MA Slowakei Australien
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Kontinuierliche Investitionen in F+E

F&E - Ausgaben Anzahl Patente und
GJ 1996-2004 [Mio. EUR] Patentanmeldungen (GJ 1996-2004)

41.000
39.000

31.100

17 % 28.200 [ 3°32°

23.853

18.349
13.804

9.879

14 % 21% 20 % 18%1.220

1,025 1.189 1.060 1.090

17 %
V)
160 16% 26%7/" 739

370 497

9% 97 98 99 00 01 02 03 04 9% 97 98 99 00 01 02 03 04
F&E Ausgaben [% der Umsatze]

m Ca. 1,2 Milliarden Euro F+E Ausgaben im GJ 2004
m Uber 35 Haupt-F+E-Standorte weltweit
infineon m 7.300 Mitarbeiter im Bereich F+E
Prasentation m Derzeit rund 41.000 Patente / Patentanmeldungen

Mai 2005
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Infineon — F+E Netzwerk in Europa

Duisburg Niirnberg Aalborg Horten Kista
UMTS Softna Warstein Wireless Systems, Tire pressure Bluethooth, Hannover
Embedded RF Develonrn g High Power Wireless & inertia RF ICs, RF Wireless
GSM SingleChip P Infrastructure sensors Power
Wireline Access
Supp. Customer
System Engineering Dresden
Product & Test Eng. DRAM, Logic,
Flash
Bristol
High Perform.
Cores Erlangen
Memories
Karlsruhe
Emulators for
Microcontr. Regens-
burg
Corbeil- Interconnect.
Essonnes Packanil
Mixed Signal ASICs
for Storage and Linz
Consumer Baseband ICs,
Applications RF ICs
Software Dev.
Ulm
RF ICs, IF ICs Villach
for GSM Mixed Signal
Cores
Porto Wi,
Memories Aulgoor\r;lc‘)atrlve
Sophia Minchen Padua Giag Mixed Signal
R Mixed Signal ASICs, Mixed Signal Cores, Automotive ; . Z g
Infineon Augsbyrg Antipolis Power, I?/Iemory Security, Tec%nology, Design Flow, AutomOllESE | Security ALY Desion/ienie
Prasentation Security Baseband ICs, Test and Product Engineering for Storage and IndustoEil  Sense&CEUE ProduceEes
Mai 2005 Software MC Consumer Applications Flash RFID Solutions for ASICs
Seite 65
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Infineon —

Weltweites F+E Netzwerk (ohne Europa)

San Jose
Optical NgtW_Orﬁing Morgan Hill Burlington Netanya Xi'an
ggggémeégjbil[ RF Power DRAM Telecom. Super Design
TriCore / SATA Transistors Product dev. Flash Memory Fab, MC
Interface lab
Tempe
RF Power
Devices Sh ang hai
Software
Customization
SMS
Albany

Nanotechnology

Cary
DRAM
Product dev.

Taipei
Broadband
CPE System
development

Singapur
Bangalore 8/32 bit uC, Telecom Network '
Software Malacca & Computer Storage, Mixed Hsinchu

Development Signal ASICS for Storage &

Consumer Applications

East Fishkill
Logic 65/45
Infineon
Prasentation
Mai 2005
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Weltklasse Produktionsstatten auf 3 Kontinenten

Investitionen ] }
GJ 1996-2004 [Mio. EUR] 8/12-Zoll Produktionsstatten

3.310 1996 Eréffnung (DRAM und Logik),
Dresden

1998 Eroffnung (DRAM), Richmond
(Virginia, USA)
ALTIS JV mit IBM gegrindet
1999 (Logik), Essonnes (Frankreich)

Eroffnung 300-mm-Fertigungs-
ZUU S modul Dresden

Eroffnung 300mm-Fertigung
ZWOCH | otera Memories (Taiwan), JV

mit Nanya
A Rich
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 3g§£ﬁj_g’grrt‘ig&%gm°”d “u
Il Investitionen von "at-equity" konsolidierten Gesellschaften
Il nvestitionen Infineon Technologies
Infineon Mehr als 10 Produktionsstatten (Waferproduktion, Montage und Test)

Prasentation
Mai 2005
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Infineons Produktionsstatten

Corbeil- Warstein-

Dresden Trutnov Wuxi
Essonnes Belecke

D |
; ()
Richmond I 5& g Singapur

Morgan Hill A W Batam
_ Porto \ Regensburg Minchen Villach Malacca
Infineon
Prasentation
Mai 2005
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Infineon Vertrieb in Europa

Stuttgart ‘ Rotterdam Duisburg ’:lzzzrr:' ‘ Stockholm
Helsinki
Dublin
Hannover
Fleet
Erlangen
Saint Denis -
i Nurnberg
Infineon Porto Ziurich Mailand Minchen Villach Wien
Prasentation
Mai 2005
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Q/ Infineon Vertrieb weltweit (ohne Europa)

Cary Schaumburg Kanata Bangalore Beijing Seoul ‘ Nagoya
San Jose Tokio
San Diego \o Osaka
Austin /o Shanghai
Houston Taipel
Detroit Hongkong
Prglnniggon Iselin Westford Sao Paulo Penang Singapur Shenzhen Bayswater
Mai 2005
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Infineon
Q—/ Infineons wesentliche Tochtergesellschaften

Horten Dresden
Rotterdam Warstein Skoppum (Sensollct (SC300 Nurnberg
(Holding B.V.) (eupec) (SensoNor) GmbH & Co. (COMNEON)
AS)
F+E/P P H P OHG) P
P 4
Wilmington _
(Holding North Tokio
America Inc.) (Jan K.K.)
H/P D
Saint Denis Suzhou
(France (Suzhou
S.AS) Co. Ltd.)
D
Portugal ‘ :
(Fabrico de Karlsruhe Villach Cegled Malacc.a S'T‘gap‘.‘f
Semicondu- (Hitex) (Austria AG) (eupec) (Malayes (AsiaRocllE
P Bdn. Shd.) Pte. Ltd.)
. p tores S.A.) PIV P P P P
Infineon
Prasentation
Mai 2005
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Infineon Vertretungen weltweit

Burnaby Kokomo Ottawa Burlington Cary Moskau
Neutronics Millennium Neutronics Neutronics Interep Intech
San Jose
Norcalii} Warschau
.  Siemens
Orange / L.A.
Everest
Istanbul
Siemens
San Diego
Earle
Tel Aviv
Monterrey Niseg
Everest
g . g } Johannes- .
. Mexico City Guadalajara Austin Houston Madrid
Infineon burg :
. . Everest Everest Quad Quad ) Siemens
Prasentation Siemens
Mai 2005
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Infineon . . . .
Q/ Infineon — weltwelt anerkannter Partner der Elektronik-Industrie

Automobil,
Industrie
& Multimarket

Kommunikation

Speicher-Pro

Infineon
Prasentation
Mai 2005
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Hauptkunden

Autoliv
Axalto
Bosch
Conti AS
Delphi
Delta
Denso

Alcatel
DBTel
Ericsson
Fujitsu
Huawel

Acer
Cisco
Dell
Fujitsu
Siemens

Gemplus
Gieseke &
Devrient
Hella
JCAE
Kostal
Lear

Konka
Lucent
Matsushita
NEC
Nokia

HP

IBM
Kingston
Lenovo

Motorola
Oberthur
Card
Systems
Siemens
TRW
Visteon

Siemens
Sony-Ericsson
Vtech

ZTE

m NEC
m Sony

Sun

m Main channel

partners:
Arrow, Avnet,

Fujitsu
Devices,
Silicon
Applications

Electronic
Manufac-
turing
Services:
Celestica,
Flextronics,
Foxconn,
Jabil,
Sanmina-SCI
Solectron
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Ausweitung des weltweiten Partnerschaft-Netzwerkes*

Technology

Development

Chip- &
Software

Development

m AMTC

(together with
AMD & DuPont)

m Nanya
m IBM
m Chartered

m Samsung

Infineon
Prasentation
Mai 2005
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m StarCore
(together with
Agere &
Motorola)

m InterDigital

m Emuzed

System
Manufacturing Integration &
Solutions
SMIC m SAP
Winbond m Huawel
Inotera m Broadcom
(together with
pieny2) m Ritchtek
Altis
(together with
IBM)

* einige der ungefahr 40 Infineon Partnerschaften, Stand September 2004
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Never stop thinking.
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